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В настоящей работе представлены результаты по созданию фотопри-

емников ближнего ИК-диапазона на основе поли-SiGe/Si структур. При-
борные структуры (ПКК1) 20-30 нм, SiGe 310-380 нм, ПКК 20 нм, 
Si-подложка n-типа) формировали методом химического осаждения из 
газовой фазы (ХОГФ) [1]. Далее проводили операции ионного легирова-
ния планарной и непланарной сторон для создания p-n перехода фото-
приемника и омического контакта на обратной стороне. После операции 
легирования пластины скрайбировали и отжигали с помощью рубиново-
го лазера в диапазоне плотностей мощности от 0,6 до 1,9 Дж/см2 [2]. Для 
сравнения часть фотоприемных структур подвергали термическому от-
жигу (160 - 800 ºС) в атмосфере азота. На планарную сторону фотопри-
емных структур методом магнетронного распыления наносили контакты 
из оксида индия-олова (ITO) толщиной 110 нм. ITO является прозрачным 
материалом в диапазоне длин волн от 0,37 до 1,6 мкм. 

Обнаружено, что лазерное облучение приводит к существенному 
сглаживанию поверхностного рельефа исходной структуры. Лазерная 
обработка практически не влияет на обратные ветви ВАХ, однако на 
прямой ветви ВАХ наблюдается рост тока, что естественно связать с 
процессами рекристаллизации и уменьшением концентрации активных 
центров. Лазерная обработка приводит к значительному (более, чем 
на 10,0 %) увеличению фоточувствительности. Квантовый выход экспе-
риментальных образцов фотоприемников равен 9 % для длины волны 
 1,2 мкм и 2,0 % для длины волны 1,3 мкм. Показано, что плотность 
энергии равная 1,2 Дж/см2 является оптимальной для создания гладкой 
структуры с минимумом неоднородностей и лучшими электрофизиче-
скими и оптическими параметрами. 
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1)  ПКК - поликремний 


